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УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Теснозонни полупроводници за инфрачервената оптоелектроника
ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: ИНЖЕНЕРНА ФИЗИКА

СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ: МАГИСТЪР, програма ИНТЕГРАЛНА И ДИСКРЕТНА ОПТОЕЛЕКТРОНИКА
КРЕДИТИ (ECTS): 4.5
КАТЕДРА: Физика на полупроводниците
ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

	Вид на занятията:
	Семестър:
	Хорариум-часа/
седмично:
	Хорариум-часа
Общо: 

	Лекции
	II
	3
	45

	Семинарни упражнения



	
	
	

	Практически упражнения
	II
	1
	15

	Общо часа:
	
	4
	60

	Форма на контрол:
	изпит
	
	


А. АНОТАЦИЯ

Целта на курса е да се разгледат някои основни свойства, методи за получаване и приложения на теснозонните полупроводници от групите А4В6, А3В5, А2В6 и твърдите им разтвори. Малката ширина на забранената зона и силното взаимодействие между енергетичните зони е причина за изявата на редица ефекти, характерни за теснозонните полупроводници. Те имат важно значение за приложението им в инфрачервената оптоелектроника: влакнестооптични системи, термовизия, прибори за нощно виждане, всички варианти на инфрачервена спектроскопия и др.  

Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

Лекции 
	№
	Тема,  вид  на занятието:
	Брой часове

	1.
	Увод. Характерни особености на енергетичната зонна структура на теснозонни полупроводници от А3В5, А4В6, А2В6
	3

	2
	Основни физикохимични и структурни свойства
	2

	3
	Физични явления в теснозонните полупроводници:
	

	
	- линейни и нелинейни оптични свойства,
	3

	
	- ИЧ фотолуминесценция и фотоелектрични свойства,
	3

	
	- транспортни свойства.
	3

	
	- излъчвателна и безизлъчвателна рекомбинация
	2

	4
	Получаване и израстване на кристали от теснозонни полупроводници
	

	
	- видове синтез
	1

	
	- получаване на обемни кристали
	1


	
	- получаване на тънки епитаксални слоеве от течна и газова фази: течна епитаксия, метод на горещата стена, молекулно лъчева епитаксия, металоорганична епитаксия
	4

	
	- получаване на нанокристали – различни методи
	2

	5
	Приложение на теснозонните полупроводници в ИЧ   оптоелектроника
	

	
	- ИЧ детектори- фоторезистори
	2

	
	- PN фотодиоди
	2

	
	- Шотки фотодиоди
	2

	
	- многоелементни инфрачервени фотоприемници
	2

	
	- хетерофотодиоди
	2

	
	- фотоприемници на квантово размерни структури
	2

	
	- инфрачервени излъчватели 
	1

	
	- топловизионни прибори
	2

	
	- лазери с фиксирана  и с пренастройвана честота
	3

	
	- спектроскопичен мониторинг на атмосферата
	2

	
	- спектроскопия с високо разрешение
	1

	
	Общо
	45

	
	Упражнения
	Брой часове

	1.
	Оптично характеризиране на теснозонни полупроводници чрез: -  -измерване на отражението
	5

	2
	- измерване на пропускането
	4

	3
	Метод на горещата стена (HWE) за израстване на теснозонни полупроводници от групата А4В6
	6

	
	Общо
	15

	
	Общо за курса
	60


В. Формата на контрол е: Изпит

Преподавателят дава тема за реферативна работа по време на семестъра, като посочва литература и консултира студента. Рефератът се защитава чрез изнасяне пред цялата група. Крайната оценка се формира от начина на подготвяне и изнасяне на реферата и от оценката за усвояване на материала от практическите упражнения.

(Описва се подробно по какъв начин, кога и от кого ще се осъществява контрол върху знанията и
уменията на студентите, какви домашни, проекти, задачи трябва да подготвят и представят те, как
ще се формира крайната оценка, критерии за оценяване.)
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